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重要そうなものを

先にやっつけます



中間マス温度

• 10K説と15K説が混在

 
(LCGT Documentでは10Kと書いてある)

• 10Kだと1Wの熱伝送が可能、15Kだと0.74W (まるめて1W)
• 中間マス以上が全て15Kを想定して設計されていた

• 10Kだとヒートリンクの数が増大し、現実的に厳しいby内山さん

15Kとする

 
(熱吸収の要求値は厳しくなる)

安全係数はすでに2に満たない



点状散乱

• 8Kの開口が狭いと点状散乱光が8Kシールドを加熱

 
(デフォルトではφ250)

• 8Kの開口が広いと80Kシールドからの熱輻射が増大

• 光吸収が0.44W、15Kの中間マスへの熱伝送が0.74W→残り300mW
• 300Kの熱輻射吸収は28.7mW×2×0.05=3mW程度

 
(バッフルby榊原)
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点状散乱

• 開口からの入熱

 
= 0.05 x 80^4 x (R-0.125)^2 x 3.14 x 5.67e-8 
~ 0.365 x R^2 [W] → 吸熱=0.0182 x R^2 [W]

• 1ppmの点状散乱から8Kシールドへの入熱

= 400kW x 1ppm x [1-atan(R-0.125)^2] / [3.14/2]^2
~ 0.162 x (1-R^2) [W]
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※

 

8Wの入熱でIM温度が3度上昇する

 

by 木村さん

※

 

ヒートリンクの熱伝導率は8K付近でピーク
サファイアファイバーは30K付近でピークを示す



RMS



OMC

間に合いませんでした。



インフラ



インフラ（図）



光学系1



光学系（図）



光学系2

前回やった
のはこの辺
くらいまで



光学系3



光学系4



懸架系



懸架系（図） VIS slides for External Revie



電気系少々

• PD入力パワーはループ雑音の計算に関わってくる

以上です
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